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Dieser In ter natlonale Recherchenbericht wurde von der International Recherchsnbehdrde erstellt und wird dem Anmelder a B mSfl 
Artikel 18 GbermiUelt. Eine Kopie wird dem International BUro ObermltteU. 

Dieser international Recherchenbericht umfaftt insgesamt _2 Blatter 

Oaruber hinaus tiegt ihm jewells eine Kople der In diesem Bench l genannten Unterlagen 2um Stand der Technlk bel. 



1. Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache 1st die Internationale Recherche auf der Grundlage der intemationalen Anmeldung In der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingerelcht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Q Die Internationale Recherche Ist auf der Grundlage einer bei der Beh6rde elngereichten Gbersetzung der intemationalen 
Anmeldung (Hegel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hlnslchillch der In der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminoeauresequenz ist die Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprolokolls durchgefuhrt worden, das 

I I J n der Intemationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten Isl 

I I zusammen mil der Internationaien Anmeldung in computerlesbarer Form eingerelcht worden Ist. 

I I bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingerelcht worden Isl 

PI bel dsr Behorde nachtraglich In computerlesbarer Form eingerelcht worden 1st 

n Die Erklarung, daf3 das nachtraglich efngerelchte schrlfWche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
Intemationalen Anmeldung Im Anmeidezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Q Die Erklarung. dafi die In computerlesbarer Form erfaBten tnformatlonen dem schwttichen Sequenzprotokoll entsprechen 
wurde vorgelegt. ' 

2 - |Q Bostlmmte AnsprGehe haben sich als nlcht recherchlerbar erwieaen (siehe Feld I). 

3. Q Mangelnde EinhertlichkeH der Erfindung (siehe Feld II). 

4. HlnsichtJlch der Bezeichnung der Erfindung 

[X~| wird der vom Anmelder eingerelchte Worriaut ganehmigt. 
| | wurde der WortJaut von der Behorde wl© tojgt restgesetzt; 



5. Hlnslchtlich der Zufiarnmenfasfiung 

| v | w,rd der vom Anmelder eingereichte Wortlaul genehmigt 

J^Z" wurde der WorOaut nach Regel 38.2b) in der in Feld ill angegebenen Fassung von der Behorde testgesefeL Der 
I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses intemationalen 
Recherchenberichts eine Siellungnahme vorlegen. 

6, Foigende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu ver6ffentlichen: Abb. Nr. 



[3T| wie vom Anmelder vorgeschlagen J^J kelne der Abb. 

I I we'd der Anmelder selbsi keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I | w eil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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10-13 

US 5 676 853 A (ALWAN JAMES J) 
14. Oktober 1997 (1997-10-14) 

Spalte 6, Zeile 5 -Spalte 7, Zeile 16; 
Anspruch 12; Abbll dungen 6-8 

US 5 240 B58 A (KAWASAKI HI SAO ET, AL) 
31. August 1993 (1993-08-31) \/ 
Spalte 3, Zeile 35 - Zeile 41; Abbildungen 
1-5 

-/-- 
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* Be Bonder© Kategorien von angogeboncn VerOMenllJchungen ; 

*A' Veroffentiichung, die den allgemeinen Sland der Technlk definien, 

aDer nlcht ate besonders bedeutsam anzusehen 1st 
arteres Dokument, das jedoch ersl am oder nach dem inlernalionalen 

Anmeroedaturn verbnenlllcm worden ls| 

•L 1 VdrGnennichung, die geaignel ist, oincn Prioriiaisansprucn zweirelhafl or- 
schelnen jo lasae^ oder durcn die das VeratfenUlchunssdetum elner 
anderen im Rucherchenberieht genannten VerdnenUiehung bofogt warden 
soil Oder die aufe eihem anderen besonderen Grund angegoben 1st (wie 
auBgefuhn) 

'O' Veronentiichung, dto stch aur olne mundiiche Ortenbarung. 

elne Qenutzurtg. elne Ausstellung oder andere Maftnahmen be^ieht 
•P" Verorientlichung. die vor dem inlernaliofiaJen Anmeldedalum. aber nach 

dem boanspruchlcn PriorHatsdatum ver6fTenlljcht wordop is! 



•T" Spatere VerGrtenWcnung. die nach dem Inlernalionalen Anmeldedatum 
oder dem Prior liatsdatum vefOfteniUcrit worden 1st und mlt der 
Anmeldung nJcM kollldierl, sondem nur zum Verstandnis des der 
ErTindung 2ugrundoilogondon Prln2lps oder der ihr zugrundeneoenden 
Tneorte angegeben 1st * 

■X' Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchle Erfindung 
Kann alleln aurgrund dieser Verorreninchung ntcht ais neu ooer aui 
erfinderbcher Taligkelt beruhend belrachlel werden 

•Y' verorfentUchung von besonderer Bedeuiung; die beanspruchte Ertindunn 
kann nlchl ats auf erfinderischer Taligkelt beruhend belrachlel 
worden. wenn die Verdfienllichung mil elner oder mehreren anderen 
Verdrfentlichungen dieaer Kalegorie in Verbindung gebrachl wird und 
dle&e verbindung fUr einen Fachmann nahetiegend 1st 
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